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I.N. MAGDEN, W.A. SAFONOW, J.N. TURCZANINOW: Wady krystalograficzne i przebicia plazmowe
w epitaksjalnych zlqczach p-n

Badano podstawowe wady strukturalne homoepitaksjalnych monokrystalicznych warstw krzemu: norosty epitok-
sjialne, defekty typu piramid, linie po¢lizgu, dyslokacje, bledy ulotenia, defekty typu "tusek”, defekty

o ksztalcie pierscieni, bledy ulotenia zwiqzane z narostami epitaksjalnymi i defekty o zlotone|.formie. Podda-
no ocenie wplyw tych defektéw no wystqpienie przebicia mikroplazmowego i mezoplozmowego oraz na nieza-
wodnoé¢ przyrzqdéw pélprzewodnikowych i ukladéw scalonych. Lokalizacje przebicia okre¢lano no podstawie
intensywnoéci gaszenia termoluminoforu.

E. PIETRAS, Z. BENBENEK: Generacja defektébw w czasie dyfuzji cynku do arsenkv galu

Oméwiono zagadnienie generacji defektéw w czasie dyfuzji domieszek akceptorowych do GoAs. Analiza teo-
retyczna zostalo potwierdzona przeprowodzonymi, za pomocq metod metalograficznych, badaniomi zdefekto-
wania cynkowych worstw dyfuzyjnych. Poréwnanie parametréw procesu generacji dyslokacji w czasie dyfuzji
fosforu do krzemu i cynku do orsenku galu wykazalo, ie proces ten w przypadku orsenku golu jest znacznie
bardziej prawdopodobny .

W. VIETH, T. DROZDZ, W. PYZUK, T. KRUPKOWSKI: Roztwory cieklych krysztatéw. |. Badanie ukladu
4,4’ -dwuheksyloksyazoksybenzen-azoksybenzen metodq termicznej analizy réinicowej

Metodq termiczne| analizy rétnicowe] sporzqdzono wykres fazowy ukladu dwuheksyloksyozoksybenzen/nemo-

tyczny ciekly krysztal/ - ozoksybenzen /zwiqzek nienematyczny/. Stwierdzono, te zbadany uklad chorakte-
ryzuje sie nadspodziewanie dutym zakresem istnienia fazy nematycznej /do 46,4% zawartoéci nienematyczne-
go sktodniko/. Przeprowadzone kontrolne pomiary kolorymetryczne wykazaly, e metoda DTA w zadowalajqcy
sposéb nadaje sig do konstruowania wykreséw fazowych ukladéw cieklokrystalicznych.

1. WOLNIK, M. CHUDY, R. WISNIEWSKI: Oznaczanie zanieczyszczefi w mieszaninach azotu z silanem

Przedstawiono metody chromotograficznego oznaczania CHy, CO, COq, Og i SiHg w mieszaninach Np

i SiH4 /zawierajqcych do |0% SiH4/ po uprzednim skumulowaniv CHy i COno zdezoktywowanym zelu krze-
mionkowym. Opisana réwniet metode oznaczania Oy w mieszaninach gazowych Ny + SiHy za pomocq anoli-
zatora_galwanicznego po uprzednim usunigciu SiH4. Doklodno¢é oznaczania poszczegélinych skladnikéw:
n-10"%%obj.

J. NOWACKI, M. NAROZNIAK: Niskociéieniowe tloczywo epoksydowe NE-4.

Podano wyniki prac wykonanych w ONPMP nad otrzymaniem nowego niskociéieniowega Hoczywa epoksydo-
wego, przeznaczonego gléwnie do hermetyzacji elementéw elektronicznych. Przedstawiono podstawowe wlos-
noéci Hoczywa i poréwnano je z innymi tloczywami tego typu.
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U.H. MATZEH, B.A. CAOOHOB, K.H. TYPYAHWHOB: Kpucrannorpadpudecksme HeCOBEDEEHCTBA ¥ MMKPOILIA3MEH-
Huit Tpodo#t B sIMTAKCHANbHHX p-nMepexozax

liccrenoBandch OCHOBHHE CTPYKTYPHHE HECOBEDHEEHCTBA POHO3NHTAKCMAMBHWX MOHOKPMCTARAMYECKMX CHOGB
KPEeMHMA: 3NMTAKCUANBHEHE BHCTYNH pOcTa, LUpaMMEanbiue AedexTh, AMHHE CKONBXEHNA, AMCIOKALMM,
ledextd ynakoBkM, AedexTH THOa "yemyHKM", KonbueBMAEHE JedexTH, AedexTH YNAKOBKH CONpPESXEHHHE

C 3MM14KCHNBHHMM BHCTYNAMH POCTa 4 ZedexTH CHoxHOR GOPMH.

OueH¥BaeTCA BRMAHME 3ITHX ZEPEKTOB HA PA3BMTHE MHKDOIAA3MEHHOTO M ME30NAA3MEHHMOrO Npo6OeB, Ha-
ZIEeXHOCTH MOAYNPOBOAHWKOBHX NPHUOOPOB M MHTErpalbHHX cxeM. AoxanKsaauua npoGod ompejendnachk Mo
MHTEHCHBHOCTM NOTaMEHHA TePMOJIMMHOGODA.

9. NETPAC, 3. BEHBEHEK: I'eHepanmuA ZedeKTOB BO BPEMA XAQ)Y3HE IMHKA B aPCEHMZ IaliEg

B cTaThe pacCMOTpEeHH NpodleuH FeHepauun IegeKTOB BO BpesA ZAMPOysHE AXUENTODMMX npHuecedt B ap-
CeHHA raafus. Meraanorpaguuecxue HCCAGJOBAHAA NOATBEPAMNM TEOPETHYECKH} AHAIMZ AeGEKTHOCTM
CHOGB MONYYeHHHX AuddyaueR UuHka, CpaBHEHMEe NapaMeTpoB Npollecca FeMepamul AMCAOKALMM BO BpeMA
Zuddysus pochope B KpemHME 4 UMHKA B apCceuuy TaiiMA NOKA3ANO YTO 3TOT NpONECC ANA APCEHHAA
TaJHMA ABAAETCH 0ONEEe BEPOATHHM.

B. MHIYK, T. KPYIKOBCKAQ, B. BET, T. IPOXZX: PacTBOpW XMIKMX KpHCCTANROB. L. Mccaemosakme
AHArpaMMN 4,4—ZUTeKCUIOKCHA30KCHOEH30Aa B 83KCHOEH30le MEeTOXOM RHCOePeHQNAMBHOI'O TEpMMYECKOro
aManuaa.

[lpeAcTaBieHy pe3ayabTaTH McclelnopaHuy meTozoM IJTA pacTBOPOB EMAKOKDHCTENMMYECKOIO AMIeKCHAOKCHA-
30KcuOeHaora B a30KCKOeH3oxe.

llo nony4YenHHM AAQHHEM NOCTPOEHO $As30BYN ZUarpaumy CUCTeMH. JcTaHOBIEHMH HEMATHYECKHe CBOWCTBE
cuecell B HEOXMRAHHO EMDOKOM JHAMA30ME KOMOEHTpallHd, BILROTH K 46.4% a30KcuCeH3osa. [lpoBesesu
KOHTPONbHHE KANODHMETPHUECKHEe M3MEDeHMR Jokasal, 4T0 MeToA JTA B ZOCTATOUMOU CTEemeMH CAYXHT
noorpolixe $as3oBHX AMArpaMi cMeceil XMAKOKPHCTANNHMUECKHX COeZMHEHMH.

U. BOABHUK, M. Xy, P. BACHEBCKWH: Onpeazenense npumeceit B cmecux N, 4 SiH,

llpencraBiedn METOXH XpOMaTorpagHEuecxoro ompensieHMs CH.. CO, 002, 02 4 SiH, /SiH, ™~ 10% 06./
moclie NpeABapuTeNbHOR KYMYAAUHH Cn, ¥ CO B OXNAaXAeHHMHX MONOKYIADHHX cHTax SA, @ COZ B Ze3ax-
THBADOBAHMMOM cHIHKareao. OmucaH MeTOX ONpeleleHKs 02 B F830BHX CMBCAX N~ M SiH, Npu NOHOEM
ralbBaMMYECKOrO aMeNu3aTopa NOcHe NpelBAPHTEALHOrO OTZedends SiH,. TOYHOCTS onpeneleHdr OTAENb-
HHX KOMIMOHEHMTOB: D «lU - 0GOeMHHX .

M. HOBALIKH, M. HAPOXHAIK: HuaxkoMamopHaA 3MOKCHMAHAA mpecc-uacca NE -4,

[okasasy pesyabTaTh pador cheiabdux B ONFLP waz o6paGoTKOA HOBOM HH3KOHAMOpHOW 3NMOKCHAMON
npecc-MaccH, NpelNasHayedHoid riuaBHEM OGpas’oM INA FepHeTH3alUK 3IEeKTPOMHHX 3neMeHToB. [Ipezora-
BleMH TOXé OCHOBHHE CBOWCTBA NPECC-MACCH M CONOCTABIGHO X CBOWCTBA CO CBOMCTBAMK TOrO ke TH-
na ZPYTLMME Npecc—-MaccaMi.
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1.N. MAGDEN, W.A. SAFONOW, J.N. TURCZANINOW: Structurol defects and microplosma breakdowns in
epitaxial p-n layers

The following structural defects in homoepitoxial, monocrystalline layers were investigated: epitaxial hillocks,
pyramids, slipbonds, dislocations, stacking faults, scale-like defects, ring-like defects, stocking faults associo-
ted with hillocks and complex defects. The influence of these defects on microplosma and mesoplasmo breokdown,
semiconductor devices and integrated circuits reliabillty was quc|ified’_ The breakdown localisation was deter-
mined by means of thermophosphor extinction intensity. ;

E. PIETRAS, Z. BENBENEK: Generation of defects during zinc diffusion in gallium orsenide

Acceptor diffusion induced defects in GaAs are discussed. Theoretical analysis was proved by metallographic
investigation of defects in zinc diffused layers. Comporision of the parameters of dislocation generation process
at phosphorus diffusion in silicon and zinc in gallium arsenide shows that this process is for gallium arsenide far

more likely.
L4

W. VIETH, T. DROZDZ, W. PYZUK, T. KRUPKOWSKI: Solutions of the liquid erystols. 1. The investigation
of the 4,4~ dihexyloxyazoxybenzene-azoxybenzen system by the differential thermal analysis.

Solutions of the liquid crystolline 4,4’ - dihexyloxyazoxybenzene in azoxybenzen /isotropic liquid when melted/
were investigated by means of the differential thermal analysis /DTA/ and the phose diogrom of the system was
established . The mixture behaves as a nematic liquid crystal within an unusually brood concentration region,

up to the content of 46, 4% of azoxybenzene. Calorimetric test measurements hove proved that DTA data are
adequate to provide phase diagrams of liquid crystalline media.

1. WOLNIK, M. CHUDY, R. WISNIEWSKI: Determination of impurities in nitrogen and silone mixtures

Methods of chromatographic determination of CH,, CO, COp, Gy and SiHyg in Np + SiHg mixtures /up to 10%
of SiHy/ are described. CHy and CO were previously condensated in cooled molecular sieves 5A and and

COy - in deactivated silica gel.

A method of Oy determination in Ny + SiH4 gos mixtures using galvanic analyser ofter previous SiH4 separation
is also demonsirated. The accuracy of determination for particulor components is n-107%% vol.

J: NOWACKI, M. NAROZNIAK: The low-pressure epoxy moulding compound NE-4

Results of researchs mode in ONPMP with a formulation of a new low=-pressure epoxy moulding compound espe-
cially recommended for encapsulation of electronic components are discussed. The basic properties of the
moulding compound /NE=4/ and the comparision with other moterials of the same kind ore also given.



SYMPOZJA—KONFERENCJE —SEMINARIA

1. W dniu 19.111. odbylo si¢ seminarium no temat "Instrumenty do mierzenia grubosci powlok ochronnych i gal-
wanicznych na metalv metodq bezuszkodzeniowq", zorganizowane przez PHZ "Transpol” i Unit Process
Assemblies - uczestniczyli w nim: M. Adamiec, R. Izbaner, J. Klos, M. Pierzchala, M. Rychcik, A. Szy-
marnski, W. Wilosiriski.

2. W dniach 7 - 8,1V, odbyta sig konferencja naukowa na temat "Analiza materiatéw p6tprzewodnikowych"
zorganizowana przez Zaklad Analiz ONPMP i Podkomisje Analizy Materiatéw Czystych Komisji Chemii
Analityczne| PAN . Pracownicy Ofodka wyglosili referaty: “Stan analityki materialéw wysokiej czystosci
i kierunki jej rozwoju w Naukowo=Produkcyjnym Centrum Pétprzewodnikéw" - Cz. Jaworski, "Spektrofoto=
metryczne oznaczanie borv w zwigzkoch antymonu ~ SbCl3, SbClj5, Sby O utywanych dla celéw péiprze-
wodnikowych" = J. Witkowska, "Spektrograficzna metoda oznaczania zonieczyszczer w niobianie litu" -
W. Wierzchowska, "Systematyczne bledy w analizie materiatéw czystych za pomocq spektrometrii masowej
z iskrowym #rédlem jonéw" - J. Bukowski, "Metody oznaczania zanieczyszczen Sladowych - 01, HA O,
CO COp, CHy, Ny w gazach i mieszoninach gazowych stosowanych w produkeii pétprzewodni
l. Wolnik.

3. Wdniu 11.IV. w Zakladzie Doswiadczalnym Metali Niezelaznych przy Hucie Aluminium referat " Zastoso-
wanie ceramiki korundowej" wyglosit A. BieA.

4, W dniach20=27,IV. w Jaszowcu odbylo sie Seminarium Zwiqzkéw Pétprzewodnikowych, zorganizowane
przez WAT, w ktérym udziat wzieli: J. Bekisz, M. Bogobowicz, A. Halak, P. Jakubowski, W. Krzywiec,
T. typacewicz, K. Nowysz.

5. Wdniu24.IV. w konferencji "ETO w zarzqdzaniu przedsigbiorstwem" zorganizowanej przez NOT - uczest-
niczyt J. Milewski.

6. W dniu 16.V. odbylo si¢ seminarium "Pélprzewodniki mikrofalowe: technologia, charakterystyka, zastoso-
wanie", zorganizowane przez Polskq Sekcje IEEE, Sekcje Elektroniki i Rodiotechniki SEP oraz ITE, uczest-
niczyli w nim: W. Brzozowski, T. Drézdz, A. Hruban, W. Krzywiec, K. Nowysz, E. Pietras, W. Ryczek,
St. Strzelecka, B. Surma,

7. Na IV Ogélnopolskiej Konferencji Mikroskopii Elektronowej w dniach 19-21.V. St. Bzowski wygtosit refe-
rat "Wplyw stopnia zgniotu i zawortosci chromu na strukture dysiokacying stopéw Fe-Cr", wzieli w niej
udzial réwniez T, Drézdz i J. ToruA.

8. W dniach 5-7.VI. w Miedzynarodowej Konferencji SIMPLAST - 75, zorganizowanej przez O§odek Dosko-
nalenia Kadr SIMP = uczestniczyt J. Nowacki.

9. W dniach 19 - 20.VI. sekcja Elektroniki ZG SEP oraz Koo Zaklodowe ITR zorganizowaly konferencje nau-
kowo-technicznq "Elektroniczne podzespoly bierne", w ktérej udziat wzieli J. Chorqzy, W. Wilosinski
i T. Wojtkowski.

Zagraniczne

1. W IV Europejskim Sympozjum Metalurgii Proszkéw zorganizowanym w Grenoble w dniach 10 - 17.V. -
uczestniczyta H. Rutkowska.

2. W dniach 20 - 31.V. w seminarium dotyczqcym metod wyciqgania monokrysztatéw, zorganizowanym w Bul-
garii = uczestniczyt J. Drqgowski.

3. W Il Miedzynarodowym Sympozjum no temat "Stan badah w zakresie chemii krzemianéw", zorganizowanym
w Brnie w dniach 16 - 20.VI. wziela udziat M. Pawlowska.



INFORMACJA DLA AUTOROW

W celu vlatwienia prac redakeyjnych zwiqzonych z przygotowaniem materiatu do druku redakcja prosi

Autoréw o przestrzeganie podanych nizej wskazéwek:

1.
2,

3

Objetosci artykutéw w zasadzie nie powinny przekraczaé 10~15 stron maszynopisu.

Artykuly powinny byé napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostrcnnie, z interliniq /co drugi
wiersz/, z morginesem 3,5 cm z lewej strony, duzq czcionkq. No arkuszu nie powinno by¢é wiecej niz 31
wierszy po 65 znakéw. Wszystkie strony powinny byé numerowane,

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczyé miejsca, w ktérych powinny byé& umieszczone rysunki i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia /unikaé zbyt duzych/ nalezy wykonywaé osobno /nie w maszynopisie calego

artykutu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowaé kolejno, U géry kazdej tabeli poda¢
tytul objosniojqcy.

. Artykuly nalezy nadsyla¢ w 4 egzemplarzach; powinny byé dolqczone do nich krétkie streszczenia w jezyku

polskim, rosyjskim i angielskim /réwniez w 4 egzemplarzach/.

. Artykuly powinny w zasadzie byé podzielone logicznie na czgéci,a w czgsci koficowej winny byé sformuto-

wane wnioski. Tytuléw rozdzialéw nie nalezy podkreslaé. W miare moznosci unikaé podziatu artykutu na
oddzielnie zatytutowane czesci.

Rysunki powinny byé& nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatqczone oddzielnie

w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajqce teksty napiséw pod rysunkami nalezy sporzqdzaé
oddzielnie /niezaleznie od tekstu artykuléw/, w 4 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywaé na prze=
zroczystej kalce drukarskiej.

. Fotografie powinny by¢ ostre i wykonane na bialym btyszezqeym papierze fotograficznym. Numery fotografii

i powigkszenie nalezy podawaé na odwrocie - otéwkiem. Numeracjq nalezy objqé rysunki i fotografie
lqcznie /nie stosowaé oddzielnej numeracii dla rysunkéw i oddzielnej dla fotografii/.

Po zakonczeniu artykutu nalezy podaé wykaz literatury, wymieniajqe kolejno nazwisko autora i pierwsze
litery imion, pelny tytul dzieta lub artykutu, tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualnie numer strony . Pozycje wykazu literatury winny byé numerowane, w tekécie powolania na
numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1]

. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczed wielkofci we wzorach itp.

powinny byé zgodne z terminologiq przyjetq przez Polskie Normy, Migdzynarodowy Uktod Miar /SI/ oraz
z innymi obowiqzujqecymi przepisami.

. Maszynopis powinien byé bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek na

stronie nie powinno byé wigcej niz 5.

. Redakcja zostrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakeyjnych, niezbednych skrétéw,

korekty stylistycznej itp.

. Fakt nadestania procy do wydrukowonio w "Materiatach Elektronicznych" uwazany jest za réwnoznaczny

z o§wiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowano ani wystana do drukowania w zadnym innym czaso~
pismie krajowym lub zagranicznym.

. Autorzy proszeni sq o dokladne podawanie adresu i numeru telefonu celem latwiejszego porozumiewania sie

i ewentualnego przestania nale znego honorarium.

WPM "WEMA", Warszawa 1975. Noklod 500+60 egz. Zam, 1490/75-6-2/
Druk: Zakt. Poligrof. WEMA =331/75
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